




















































































































专利名称(译) 发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US8247965 公开(公告)日 2012-08-21

申请号 US10/576867 申请日 2004-11-05

[标]申请(专利权)人(译) 山崎俊平
MAEKAWA SHINJI
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当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 YAMAZAKI SHUNPEI
MAEKAWA SHINJI
NAKAMURA OSAMU

发明人 YAMAZAKI, SHUNPEI
MAEKAWA, SHINJI
NAKAMURA, OSAMU

IPC分类号 H05B33/00 H01L23/52 H01L21/70 H01L21/288 H01L21/336 H01L21/768 H01L21/77 H01L21/84 
H01L27/12 H01L29/423 H01L29/786

CPC分类号 H01L21/288 H01L21/76838 H01L21/76888 H01L27/12 H01L27/1292 H01L29/66765 H01L27/1285 
H01L29/78696 H01L29/42384

审查员(译) MAI，ANH

优先权 2003385965 2003-11-14 JP

其他公开文献 US20070132377A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种显示装置，该显示装置可以在改进材料的
可用性和简化制造步骤的情况下制造并提供其制造技术。本发明的发光
显示装置的一个特征是包括形成在具有绝缘表面的衬底上的栅电极，其
间具有光催化功能的物质，在栅电极上形成的栅极绝缘层，半导体层和
在所述栅极绝缘层上形成的第一电极，在所述半导体层上形成的布线
层，覆盖所述第一电极和所述布线层的边缘部分的分隔壁，在所述第一
电极上的电致发光层，以及在所述电致发光层上的第二电极，其中布线
层覆盖第一电极的边缘部分。
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